	Практическая работа №6
Тема: Измерение параметров полупроводниковых приборов
Цель:   Формирование умений:
           - измерять параметры транзисторов, диодов и микросхем измерительными приборами;

           - анализировать соответствие параметров проверенных элементов справочными данными;
           - оценить качество проверяемых элементов и определить пригодность к применению в аппаратуре

Оснащение:  Испытатель маломощных транзисторов и диодов Л2 – 54; Набор полупроводниковых приборов; Справочник по полупроводниковым приборам и интегральным микросхемам; Технические описания и инструкции по эксплуатации испытаний транзисторов, диодов, интегральных схем.

Ход работы:

Определение основных параметров полупроводниковых диодов малой и средней мощности
Тип диода

Прямое напряжение, В

Обратный ток, А

Заключение          о годности

Справ. знач.

Измер. знач.

Справ. знач.

Измер. знач.

Определение основных параметров полупроводниковых стабилитронов

Тип стабилитрона

Напряжение стабилизации,  U  , В

Заключение о годности
Справ. знач.

Измер. знач.

Определение основных параметров биполярных транзисторов

Тип

Вых. пров. мкСм
Коэф. перед. тока h21Б
Коэф. перед. тока h21Э

Обр. ток колл., мк А

Заключ.          о годности
Справ. знач.

Измер. знач.

Справ. знач.

Измер. знач.

Справ. знач.

Измер. знач.

Справ. знач.

Измер. знач.




